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前言

　　微电子器件的特征尺寸正在向纳米尺度发展，电子运动的维度受到了约束，电子运动的主要方式
由扩散和漂移向隧穿和跃迁转化，出现了量子点器件、量子线器件、单电子器件、单分子器件、单自
旋器件、碳纳米管、共振隧穿二极管和三极管等许多新型的量子器件，纳电子器件领域可谓百花争艳
，半导体器件及其集成电路领域正在酝酿着重大的突破。
　　在当今所有的量子器件中，共振隧穿器件离实用化的距离最近，并且具备高频高速、少量器件就
能实现多种逻辑和模拟功能、易于集成为微电子和光电子单片集成电路等突出优势，因而成为21世
纪20年代前后实现微电子后续小型化的希望之一。
因此，对共振隧穿器件及其集成电路进行理论和实验的研究有着重要的实际意义。
　　国内在共振隧穿器件方面的研究工作不多。
天津大学、中国电子科技集团公司第十三研究所、中国科学院半导体研究所和物理研究所开展了材料
、器件和基本电路单元方面的某些研究工作。
郭维廉老师是国内此项研究的开拓者。
他在天津大学、天津工业大学任职教授和在专用集成电路国家重点实验室任职研究员期间，就一直进
行着共振隧穿器件的系统研究工作，他的研究组和学生是国内第一个共振隧穿二极管、共振隧穿三极
管以及单稳双稳逻辑转换基本单元电路的设计者和参加者。
郭维廉老师编著的《共振隧穿器件及其应用》一书全面地阐述了共振隧穿器件的物理基础、器件模型
、设计制造和测试方法，以及其构成的各种微波、毫米波和数字电路的工作原理和设计等，我相信该
书对于此领域的研究生和科研工作者会有很好的指导和参考价值。
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内容概要

　  本书是一本全面、系统地讲述共振隧穿器件及其应用的著作。
全书共10章，第1～3章为共振隧穿二极管的物理基础、器件模型和模拟以及器件设计、制造与参数测
量；第4～6章为各种类型的共振隧穿二极管、晶体管以及共振隧穿型光电器件；第7～9章为共振隧穿
器件在模拟电路、数字电路和光电集成中的应用；第10章论述了共振隧穿器件及其应用的发展趋势。
    本书可作为微电子专业本科生或研究生选修课程的教材或主要参考书，也可供从事新型半导体器件
、高频和高速化合物半导体器件、纳米量子器件及其集成技术领域研究的科研人员参考。
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章节摘录

　　8．2RTD／HEMTMOBILE瞬态特性分析　　如8．1节所述，由RTD和HEMT构成的单一双稳转换
逻辑单元（MOBILE）是一种多输入端、多功能、高速的基本逻辑单元电路。
以它为基础可以构成诸如基础逻辑门、触发器、柔性逻辑、神经元、分频器等更为复杂的逻辑电路。
这些高速电路的瞬态特性是非常重要的特性，因为它直接确定了这些电路在高速工作条件下运行时的
电路性能。
本节将对MOBILE的瞬态特性采用折线近似法进行深入地分析。
另一方面，RTD和HEMT器件特性参数对MOBILE的性能特别是瞬态响应特性和开关速度有很大影响
。
分析研究RTD和HEMT器件参数对MOBILE瞬态特性的影响，对提高由MOBILE构成的各种数字电路的
频率和工作速度有直接的影响。
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